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(57) Способ испытаний изделий электронной техники на стойкость к воздействию тяжелых заряженных
частиц (ТЗЧ) космического пространства включает узконаправленный источник импульсного
жесткого фотонного излучения на эффекте обратного комптоновского рассеяния, содержащий
электронную пушку (1) с линейным ускорителем электронов (2) и системой фокусировки
электронного пучка (3), лазерную систему (7) и точку столкновения электронов и фотонов (4),
где генерируется излучение с энергией фотонов 8-12 кэВ, длительностью импульса не более 5
пс и энергией фотонов в импульсе до 500 пДж с системой фокусировки излучения на основе
рентгеновской оптики (9) для получения оптического фокуса размером 5-10 мкм на испытуемом
объекте в виде интегральной микросхемы, размещенной в держателе, который обеспечивает
механическое перемещение исследуемого образца (6) в 3-х направлениях для последовательного
точечного сканирования всей поверхности полупроводникового кристалла интегральной
микросхемы (ИМС) или дискретного полупроводникового прибора (ДПП). Характеристики
источника импульсного сфокусированного жесткого фотонного излучения на эффекте обратного
комптоновского рассеяния с системой фокусировки достаточны для моделирования одиночных
радиационных эффектов, возникающих при воздействии ТЗЧ, в полупроводниковых кристаллах
ИМС и ДПП в широком диапазоне линейных передач энергии (ЛПЭ) и позволят исключить
недостатки, присущие методам испытаний с использованием сфокусированного импульсного
лазерного излучения и отказаться от использования дорогостоящих ускорителей ионов и
источников синхротронного излучения.
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